
А. А. Г и с м е т у л и н а, А. А. В о л к о в (Ульяновск, УлГУ). Оце-
нивание параметров распределения среды для процессов случайного блу-

ждания с отражением.

В работе, представленной данным сообщением, рассмотрена модель случайного
блуждания в случайной среде [1] с отражением и построена оценка максимума прав-

доподобия параметров случайной среды.

Пусть задан точечный процесс X = (Xt)t>0, со значениями Xt ∈ N ∪ {0}, t > 0,
X0 = 0, и имеют единичные скачки. Случайная среда будет задаваться с помощью

параметров λ(i) > 0, i = 0, 1, 2, . . . Это означает, что интенсивность скачков процесса
X в момент времени t > 0 равна λ(1 + Xt).

Пусть F0 = σ(λ0, λ1, . . .). Тогда вероятности попадания в соседние состояния

равны

P {Xt+∆ = Xt + 1 |Xt = i, F0} = λ(i)∆ + o (∆),

P {Xt+∆ = Xt − 1 |Xt = i + 1, F0} = λ(i)∆ + o (∆),

P {Xt+∆ = Xt − 1 |Xt = 0, F0} = 0.

Определим вспомогательные процессы A = (At)t>0, где At — число положитель-
ных скачков до момента времени t, D = (Dt)t>0, где Dt — число отрицательных

скачков At =
∑

s6t I {∆Xs = 1}, Dt =
∑

s6t I {∆Xs = −1}.
Тогда процесс X может иметь представление X = A − D, и точечные процессы

A и D имеют компенсаторы: Ãt =
∫ t
0 λ(Xs) ds, D̃t =

∫ t
0 λ(Xs+1) ds.

С помощью этих вспомогательных процессов можно построить оценки для пара-

метров случайной среды.
Утверждение 1. Оценка максимума правдоподобия λ(i) равна

λ̂t(i) =

( ∫ t

0
I {Xs− = i} dAs +

∫ t

0
I {Xs− = i + 1} dDs

)/(
2

∫ t

0
(1 + Xs) ds

)
.

Однако, если система подвергнута внешнему воздействию, представленному з-

десь с помощью параметра a в схеме:

P {Xt+∆ = Xt + 1 |Xt = i, F0} = λ(i)∆ + o (∆),

P {Xt+∆ = Xt − 1 |Xt = i + 1, F0} = (λ(i) + a)∆ + o (∆),

P {Xt+∆ = Xt − 1 |Xt = 0, F0} = 0,

то справедливо следующее утверждение.
Утверждение 2. Оценка параметра a равна

â(t) =
1

Xmax − 1

Xmax∑
i=0

[∫ t
0 I {Xs− = i + 1} dDs∫ t
0 I {Xs− = i + 1} ds

−
∫ t
0 I {Xs− = i} dAs∫ t
0 I {Xs− = i} ds

]
,

где Xmax = max06s6t Xt.
Полученные в работе результаты применимы для широкого класса задач оцени-

вания величин потенциальных барьеров в полупроводниках и оценивания величины

воздействия внешнего электрического поля на полупроводник.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект } 06–01–00338.
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